
JP 5647685 B2 2015.1.7

10

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）下記化学式１～３で表示される化合物から選ばれる１種以上を含む塩基性化合物
、（ｂ）下記化学式４で表示されるアミド化合物、（ｃ）極性溶媒、及び（ｄ）下記化学
式５で表示されるポリオール化合物を含む、レジスト剥離液組成物：
【化１】

【化２】
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【化３】

　（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５及びＲ６はそれぞれ独立に、水素、アミノ基で
置換または非置換された炭素数１～１０のアルキル基、炭素数２～１０のアルケニル基、
炭素数１～１０のヒドロキシアルキル基、カルボキシル基、ヒドロキシ基で置換または非
置換された炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキル基、炭
素数１～４のアルキル基で置換または非置換されたアミノ基、フェニル基、またはベンジ
ル基である。）
【化４】

　（式中、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はそれぞれ独立に、水素、炭素数１～１０のアルキル基、
炭素数２～１０のアルケニル基、炭素数１～１０のヒドロキシアルキル基、カルボキシル
基、炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキル基、または炭
素数１～４のアルキル基で置換または非置換されたアミノ基である。）

【化５】

　（式中、Ｒ１０及びＲ１１はそれぞれ独立に、炭素数１～１０のアルキレン基、炭素数
２～１０のアルケニレン基、炭素数１～１０のヒドロキシアルキレン基、炭素数１～１０
のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキレン基、または結合を示す。）
【請求項２】
　前記（ａ）の塩基性化合物において、前記化学式１で表示される化合物が、モノエタノ
ールアミン、トリエタノールアミン、１－アミノ－２－プロパノール、２－（２－アミノ
エトキシ）エタノール、Ｎ－メチルエタノールアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン、
Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエタノール、２－（２－ア
ミノエチルアミノ）－１－エタノールであり；
化学式２で表示される化合物がモルホリン、Ｎ－（３－アミノプロピル）モルホリン、Ｎ
－（メトキシメチル）モルホリン、Ｎ－（ブトキシメチル）モルホリン、及びＮ－（２－
ヒドロキシエチル）モルホリンであり；並びに
前記化学式３で表示される塩基性化合物がピペラジン、１－メチルピペラジン、２－メチ
ルピペラジン、１，４－ジメチルピペラジン、１，４－ジエチルピペラジン、１－（２－
ヒドロキシエチル）ピペラジン、１－（２－ヒドロキシエチル）－４－メチルピペラジン
、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、１－アミノ－４－メチルピペラジン、１－ベン
ジルピペラジン、１－フェニルピペラジン、Ｎ，Ｎ’－ジ（メトキシメチル）ピペラジン
、及びジ（ブトキシメチル）ピペラジンであることを特徴とする、請求項１に記載のレジ
スト剥離液組成物。
【請求項３】
　前記（ｂ）化学式４で表示されるアミド化合物が、ホルムアミド、Ｎ－メチルホルムア



(3) JP 5647685 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアセトアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）アセトアミド、３－メトキシ－
Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミド、３－（２－エチルヘキシルオキシ）－Ｎ，Ｎ－ジメ
チルプロピオンアミド、及び３－ブトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミドよりなる
群から選ばれる１種以上であることを特徴とする、請求項１に記載のレジスト剥離液組成
物。
【請求項４】
　前記（ｃ）極性溶媒は、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール
モノエチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレング
リコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレ
ングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、
トリエチレングリコールモノブチルエーテル、ポリエチレングリコールモノメチルエーテ
ル、ポリエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー
テル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチ
ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、環状エーテル結合を
持つアルコール類、ピロリドン化合物、イミダゾリジノン化合物、ラクトン化合物、スル
ホキシド化合物、フォスフェイト化合物、及びカーボネート化合物よりなる群から選ばれ
る１種以上であることを特徴とする、請求項１に記載のレジスト剥離液組成物。
【請求項５】
　前記（ｃ）極性溶媒は、環状エーテル結合を持つアルコール類を１種以上含むことを特
徴とする、請求項４に記載のレジスト剥離液組成物。
【請求項６】
　前記環状エーテル結合を持つアルコール類は、フルフリルアルコール及びテトラヒドロ
フルフリルアルコールよりなる群から選ばれることを特徴とする、請求項５に記載のレジ
スト剥離液組成物。
【請求項７】
　前記（ｃ）極性溶媒は、１種以上のプロトン性極性溶媒と１種以上の非プロトン性極性
溶媒を含むことを特徴とする、請求項４に記載のレジスト剥離液組成物。
【請求項８】
　前記（ｄ）化学式５で表示されるポリオール化合物が、シクロヘキサン１，４－ジオー
ル、シクロヘキサン１，４－ジメタノール及びシクロヘキサン１，４－ジエタノールより
なる群から選ばれる１種以上であることを特徴とする、請求項１に記載のレジスト剥離液
組成物。
【請求項９】
　前記レジスト剥離用組成物は、組成物の総重量に対して（ａ）化学式１～３で表示され
る化合物の中で選ばれる１種以上を含む塩基性化合物５～３０重量％、（ｂ）化学式４で
表示されるアミド化合物２０～８０重量％、（ｃ）極性溶媒１０～７０重量％、及び（ｄ
）化学式５で表示されるポリオール化合物０．０５～２０重量％を含むことを特徴とする
、請求項１に記載のレジスト剥離液組成物。
【請求項１０】
　前記レジスト剥離液組成物は、アルミニウムまたは銅を含む金属配線が形成されている
フラットパネル用基板のレジスト剥離に使われることを特徴とする、請求項１に記載のレ
ジスト剥離液組成物。
【請求項１１】
　（Ｉ）フラットパネルディスプレイ基板上に導電性金属膜を蒸着する工程；
　（ＩＩ）前記導電性金属膜上にレジスト膜を形成する工程；
　（ＩＩＩ）前記レジスト膜を選択的に露光する工程；
　（ＩＶ）前記露光後のレジスト膜を現像してレジストパターンを形成する工程；
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　（Ｖ）前記レジストパターンをマスクとして前記導電性金属膜をエッチングする工程；
及び
　（ＶＩ）前記エッチング工程の後、前記レジストパターンの形成及びエッチングによっ
て変性及び硬化したレジストを請求項１のレジスト剥離液組成物を使って剥離する工程を
含む、レジストの剥離方法。
【請求項１２】
　請求項１のレジスト剥離液組成物を使ってフラットパネル用基板のレジストを剥離する
工程を含むことを特徴とする、ディスプレイ装置用フラットパネルの製造方法。
【請求項１３】
　請求項１のレジスト剥離液組成物を使ってフラットパネル用基板のレジストを剥離する
工程を含むことを特徴とする、フラットパネルディスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はレジスト剥離液組成物及びこれを用いたレジストの剥離方法に関し、より詳し
くはフラットパネルディスプレイの製造工程中、レジストパターン及びエッチング残渣を
効果的に除去することができるとともに、アルミニウム及び／または銅配線などに損傷を
与えないレジスト剥離液組成物及びこれを用いたレジストの剥離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイの高解像度の具現に対する要求が高くなるにつれて
単位面積当たりの画素数を増加させるための努力が続いている。このような趨勢に合わせ
て配線幅の減少も要求されており、それに対応するために乾式エッチング工程が導入され
るなど工程条件もますます苛酷になっている。また、フラットパネルディスプレイの大型
化によって配線での信号速度向上も要求されており、それによりアルミニウムに比べて比
抵抗の低い銅が配線材料として実用化されている。これにあわせてレジスト除去工程であ
る剥離工程に使われる剥離液に対する要求性能も高くなっている。具体的に、乾式エッチ
ング工程の後に発生するエッチング残渣に対する除去力及び金属配線に対する腐食抑制力
などに対して相当な水準の剥離特性が要求されている。特に、アルミニウムだけではなく
銅に対する腐食抑制力も要求されており、価格競争力確保のために、基板の処理枚数の増
大のような経済性も要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、レジストパターン及び乾式及び湿式エッチング残渣除去能力に優れ、アルミ
ニウム及び／または銅を含む金属配線の腐食防止力に優れるだけでなく、基板の処理枚数
が増えて経済性に優れたレジスト剥離液組成物及びこれを用いたレジストの剥離方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、（ａ）下記化学式１～３で表示される化合物の中で選ばれる１種以上を含む
塩基性化合物、（ｂ）下記化学式４で表示されるアミド化合物、（ｃ）極性溶媒、及び（
ｄ）下記化学式５で表示されるポリオール化合物を含むレジスト剥離液組成物を提供する
：
【０００５】

【化１】
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【０００６】
【化２】

　
【０００７】
【化３】

【０００８】
　前記式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５及びＲ６はそれぞれ独立に、水素、アミノ基
で置換または非置換された炭素数１～１０のアルキル基、炭素数２～１０のアルケニル基
、炭素数１～１０のヒドロキシアルキル基、カルボキシル基、ヒドロキシ基で置換または
非置換された炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキル基、
炭素数１～４のアルキル基で置換または非置換されたアミノ基、フェニル基、またはベン
ジル基である。
【０００９】
【化４】

【００１０】
　式中、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はそれぞれ独立に水素、炭素数１～１０のアルキル基、炭素
数２～１０のアルケニル基、炭素数１～１０のヒドロキシアルキル基、カルボキシル基、
炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキル基、または炭素数
１～４のアルキル基で置換または非置換されたアミノ基であり、前記Ｒ７及びＲ８は一緒
に環を形成していてもよい。
【００１１】
【化５】

【００１２】
　式中、Ｒ１０及びＲ１１はそれぞれ独立に水素、炭素数１～１０のアルキレン基、炭素
数２～１０のアルケニレン基、炭素数１～１０のヒドロキシアルキレン基、カーボニル基
、炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキレン基、または結
合を示す。
【００１３】
　また、本発明は
　（I）フラットパネルディスプレイ基板上に導電性金属膜を蒸着する工程、
　（II）前記導電性金属膜上にレジスト膜を形成する工程；
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　（III）前記レジスト膜を選択的に露光する工程；
　（IV）前記露光後のレジスト膜を現像してレジストパターンを形成する工程；
　（V）前記レジストパターンをマスクとして前記導電性金属膜をエッチングする工程；
及び
　（VI）前記エッチング工程の後、前記レジストパターン形成及びエッチングによって変
性及び硬化したレジストを本発明のレジスト剥離液組成物を使って基板から剥離する工程
を含むレジストの剥離方法を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のレジスト剥離液組成物は、レジストパターン及び乾式及び湿式エッチング残渣
除去力に優れ、アルミニウム及び／または銅を含む金属配線の腐食防止力に優れるので、
高解像度を具現するために微細パターンが適用されたフラットパネルディスプレイ装置の
製造工程及び銅配線が使用されたフラットパネルディスプレイ装置の製造工程に有用に使
用できる。また、多数の基板を処理することができるので、原価節減に大きく寄与するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の試験例３において処理枚数評価のために使用した基準を示す電子走査顕
微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、（ａ）下記化学式１～３で表示される化合物の中で選ばれる１種以上を含む
塩基性化合物、（ｂ）下記化学式４で表示されるアミド化合物、（ｃ）極性溶媒、及び（
ｄ）下記化学式５で表示されるポリオール化合物を含むレジスト剥離液組成物に関する：
【００１７】
【化６】

【００１８】
【化７】

【００１９】
【化８】

【００２０】
　前記式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５及びＲ６はそれぞれ独立に、水素、アミノ基
で置換または非置換された炭素数１～１０のアルキル基、炭素数２～１０のアルケニル基
、炭素数１～１０のヒドロキシアルキル基、カルボキシル基、ヒドロキシ置換または非置
換の炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキル基、炭素数１
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～４のアルキル基で置換または非置換されたアミノ基、フェニル基、またはベンジル基で
ある。
【００２１】
【化９】

【００２２】
　式中、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はそれぞれ独立に、水素、炭素数１～１０のアルキル基、炭
素数２～１０のアルケニル基、炭素数１～１０のヒドロキシアルキル基、カルボキシル基
、炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキル基、または炭素
数１～４のアルキル基で置換または非置換されたアミノ基であり、前記Ｒ７及びＲ８は一
緒に環を形成していてもよい。
【００２３】
【化１０】

【００２４】
　式中、Ｒ１０及びＲ１１はそれぞれ独立に、水素、炭素数１～１０のアルキレン基、炭
素数２～１０のアルケニレン基、炭素数１～１０のヒドロキシアルキレン基、カーボニル
基、炭素数１～１０のアルコキシ基で置換された炭素数１～１０のアルキレン基、または
結合を示す。
【００２５】
　以下、本発明を具体的に説明する。
【００２６】
　本発明のレジスト剥離液組成物に含まれる（ａ）化学式１～３で表示される化合物の中
で選ばれる１種以上を含む塩基性化合物は乾式または湿式エッチング、アッシング（ａｓ
ｈｉｎｇ）またはイオン注入工程（ｉｏｎ ｉｍｐｌａｎｔ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）など
の多くの工程条件の下で変質されるか架橋されたレジスト（ｒｅｓｉｓｔ）の高分子マト
リックスに強力に浸透して分子内または分子間に存在する結合を破る役目をする。このよ
うな塩基性化合物の作用は、基板に残留するレジスト内の構造的に脆弱な部分に空間を形
成させてレジストを無晶形の高分子ゲル（ｇｅｌ）塊状態に変形させることで、基板上に
付着されたレジストが容易に除去できるようにする。
【００２７】
　前記化学式１で表示される塩基性化合物としては、メチルアミン、エチルアミン、モノ
イソプロピルアミン、ｎ－ブチルアミン、ｓｅｃ－ブチルアミン、イソブチルアミン、ｔ
－ブチルアミン、ペンチルアミンなどの１級アミン；ジメチルアミン、ジエチルアミン、
ジプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジブチルアミン、ジイソブチルアミン、メチ
ルエチルアミン、メチルプロピルアミン、メチルイソプロピルアミン、メチルブチルアミ
ン、メチルイソブチルアミンなどの２級アミン；トリメチルアミン、トリエチルアミン、
トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン、ジメチルエチルアミン、
メチルジエチルアミン及びメチルジプロピルアミンなどの３級アミン；モノエタノールア
ミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノプロパノールアミン、２－アミ
ノエタノール、２－（エチルアミノ）エタノール、２－（メチルアミノ）エタノール、Ｎ
－メチルジエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルア
ミノエタノール、２－（２－アミノエチルアミノ）－１－エタノール、１－アミノ－２－
プロパノール、２－アミノ－１－プロパノール、３－アミノ－１－プロパノール、４－ア
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ミノ－１－ブタノール、ジブタノールアミンなどのアルカノールアミン；（ブトキシメチ
ル）ジエチルアミン、（メトキシメチル）ジエチルアミン、（メトキシメチル）ジメチル
アミン、（ブトキシメチル）ジメチルアミン、（イソブトキシメチル）ジメチルアミン、
（メトキシメチル）ジエタノールアミン、（ヒドロキシエチルオキシメチル）ジエチルア
ミン、メチル（メトキシメチル）アミノエタン、メチル（メトキシメチル）アミノエタノ
ール、メチル（ブトキシメチル）アミノエタノール、２－（２－アミノエトキシ）エタノ
ールなどのアルコキシアミンなどが挙げられ、これらは１種単独でまたは２種以上を組み
合わせて使用できる。これらのうち、特にモノエタノールアミン、トリエタノールアミン
、１－アミノ－２－プロパノール、２－（２－アミノエトキシ）エタノール、Ｎ－メチル
エタノールアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミン、Ｎ，Ｎ－
ジエチルアミノエタノール、２－（２－アミノエチルアミノ）－１－エタノールが好まし
い。
【００２８】
　前記化学式２で表示される塩基性化合物としては、モルホリン、Ｎ－（３－アミノプロ
ピル）モルホリン、Ｎ－（メトキシメチル）モルホリン、Ｎ－（ブトキシメチル）モルホ
リン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）モルホリンなどがあり、これらは１種単独でまたは
２種以上を組み合わせて使用できる。特に、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）モルホリンが
好ましい。
【００２９】
　前記化学式３で表示される塩基性化合物としては、ピペラジン、１－メチルピペラジン
、２－メチルピペラジン、１，４－ジメチルピペラジン、１，４－ジエチルピペラジン、
１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン、１－（２－ヒドロキシエチル）－４－メチル
ピペラジン、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、１－アミノ－４－メチルピペラジン
、１－ベンジルピペラジン、１－フェニルピペラジン、Ｎ，Ｎ’－ジ（メトキシメチル）
ピペラジン、Ｎ，Ｎ’－ジ（ブトキシメチル）ピペラジン、ジ（ブトキシメチル）ピペラ
ジンなどがあり、これらは１種単独でまたは２種以上を組み合わせて使用できる。特に、
１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジンが好ましく使用できる。
【００３０】
　前記（ａ）化学式１～３で表示される化合物の中で選ばれる１種以上を含む塩基性化合
物は組成物の総重量に対して５～３０重量％で含まれることが好ましい。前記のような含
量で含まれる場合、本発明のレジスト剥離液組成物のレジスト剥離効果が十分でない問題
、あるいはアルミニウム及び銅配線に対する腐食速度の急激な増加の問題なしに好ましい
剥離特性を発揮する。
【００３１】
　本発明のレジスト剥離液組成物に含まれる（ｂ）化学式４で表示されるアミド化合物は
強アルカリ性の非量子性極性溶媒で、乾式エッチングなどによって変質されるか架橋され
たレジスト高分子の分解及び溶解に非常に効果的であり、レジストの主原料であるレジン
の溶解容量の面で他の極性溶媒に比べて卓越した効果を発揮する。
【００３２】
　前記（ｂ）化学式４で表示されるアミド化合物の具体的な例としては、ホルムアミド、
Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトアミド、Ｎ－メチルア
セトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）アセトアミ
ド、３－メトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミド、３－（２－エチルヘキシルオキ
シ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミド、３－ブトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオン
アミドなどをあげることができ、これらは１種単独でまたは２種以上を組み合わせて使用
できる。特に、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルア
セトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどが好ましく使用できる。
【００３３】
　前記（ｂ）化学式４で表示されるアミド化合物の含量は組成物総量に対して２０～８０
重量％であることが好ましい。前記のような含量範囲で含まれる場合、エッチングなどに
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よって変質されるか架橋されたレジスト高分子の除去性能の発現にも有利であり、同時に
処理枚数増加効果の発現にも有利である。
【００３４】
　本発明のレジスト剥離液組成物に含まれる前記（ｃ）極性溶媒は前記（ｂ）アミド化合
物を補助し、（ａ）塩基性化合物によってゲル化されたレジスト高分子を溶解させる役目
をし、またレジスト剥離の後、ＤＩリンス過程で水による剥離液の除去を容易にして剥離
液内に溶解されたレジストの再析出を最小化する。そして、前記（ａ）塩基性化合物の性
能を向上させる役目をして、変質されるか架橋されたレジストに浸透して分子内または分
子間に存在する結合を破る役目をする。
【００３５】
　前記（ｃ）極性溶媒としてはプロトン性極性溶媒と非プロトン性極性溶媒を挙げること
ができ、これらはそれぞれ単独でまたは混合して使用できる。前記プロトン性極性溶媒の
具体的な例としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ
エチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモ
ノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモ
ノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレング
リコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、トリ
エチレングリコールモノブチルエーテル、ポリエチレングリコールモノメチルエーテル、
ポリエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル
、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエ
ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、環状エーテル結合を持つ
アルコール類などをあげることができ、これらは１種単独でまたは２種以上が一緒に使用
できる。前記環状エーテル結合を持つアルコール類の例としては、フルフリルアルコール
、テトラヒドロフルフリルアルコールなどをあげることができる。
【００３６】
　前記非プロトン性極性溶媒の具体的な例としては、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、
Ｎ－エチルピロリドンなどのピロリドン化合物；１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノ
ン、１，３－ジプロピル－２－イミダゾリジノンなどのイミダゾリジノン化合物；γ―ブ
チロラクトンなどのラクトン化合物；ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、スルホランな
どのスルホキシド化合物；トリエチルフォスフェイト、トリブチルフォスフェイトなどの
フォスフェイト化合物；ジメチルカーボネート、エチレンカーボネートなどのカーボネー
ト化合物などをあげることができ、これらは単独でまたは２種以上を混合して使うことが
できる。
【００３７】
　前記（ｃ）極性溶媒は組成物の総重量に対して１０～７０重量％で含まれることが好ま
しい。前記のような含量範囲で含まれる場合、水による剥離液の洗浄力低下による処理枚
数の減少のおそれがなく、相対的に塩基性化合物及びアミド化合物の含量が減少する問題
を避けることができる。
【００３８】
　前記（ｃ）極性溶媒は１種以上のプロトン性極性溶媒と１種以上の非プロトン性極性溶
媒を含むことが好ましい。また、１種以上の環状エーテル結合を持つアルコール類を含む
ことが好ましい。
【００３９】
　本発明のレジスト剥離液組成物に含まれる（ｄ）前記化学式５で表示されるポリオール
化合物はアルミニウムまたは銅を含む金属配線の腐食を防止する役目をする。このような
ポリオール化合物はレジスト下部の金属層と結合形成して、剥離液組成物から発生する水
酸化基が下部金属層を腐食させることを防止する。
【００４０】
　前記（ｄ）化学式５で表示されるポリオール化合物の具体的な例としては、シクロヘキ
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サン１，４－ジオール、シクロヘキサン１，４－ジメタノール及びシクロヘキサン１，４
－ジエタノールなどをあげることができ、これらは１種単独でまたは２種以上を組み合わ
せて使用できる。
【００４１】
　前記（ｄ）ポリオール化合物は組成物の総重量に対して０．０５～２０重量％で含まれ
ることが好ましい。前記のような含量で含まれる場合、アルミニウム及び銅などの金属膜
に対する好ましい腐食防止効果及びレジスト及び残渣に対する優れた除去能力が発揮され
る。
【００４２】
　また、本発明のレジスト剥離用組成物は、前記（ａ）塩基性化合物の剥離液内での活性
度増加によってレジスト及び乾式エッチング残渣除去力を増加させるために水をさらに含
むことができる。
【００４３】
　また、本発明のレジスト剥離用組成物は、前記成分の外に界面活性剤をさらに含むこと
ができる。前記界面活性剤は基板に対する湿潤性を増加させて均一な洗浄がなるようにし
、界面間の浸透力を増加させるため、レジスト剥離力を向上させる役目をする。
【００４４】
　本発明に使用可能な界面活性剤としては、陰イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、
非イオン界面活性剤を挙げることができるが、この中でも、特に湿潤性に優れて気泡発生
がより少ない非イオン界面活性剤を用いることが好ましい。
【００４５】
　前記非イオン系界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル型、ポリオ
キシエチレンアルキルフェニルエーテル型、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンア
ルキルエーテル型、ポリオキシエチレンポリオキシブチレンアルキルエーテル型、ポリオ
キシエチレンアルキルアミノエーテル型、ポリオキシエチレンアルキルアミドエーテル型
、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル型、ソルビタン脂肪酸エステル型、グリセリン
脂肪酸エステル型、アルキロールアミド型及びグリセリンエステル型界面活性剤を挙げる
ことができ、これらは１種単独でまたは２種を組み合わせて使用できる。
【００４６】
　前記界面活性剤は組成物の総重量に対して０．００１～１．０重量％含まれることが好
ましい。前記のような含量範囲で含まれる場合、基板の均一な剥離に有利であり、同時に
剥離液の発泡性がひどくなって取り扱い難くなる傾向を防止するのに有利である。
【００４７】
　本発明のレジスト剥離用組成物は、組成物の総重量に対して、（ａ）前記化学式１～３
で表示される化合物の中で選ばれる１種以上を含む塩基性化合物５～３０重量％、（ｂ）
前記化学式４で表示されるアミド化合物２０～８０重量％、（ｃ）極性溶媒１０～７０重
量％、及び（ｄ）前記化学式５で表示されるポリオール化合物０．０５～２０重量％を含
むことが好ましい。
【００４８】
　本発明のレジスト剥離用組成物は前述した化合物を一定量で有利に混合して製造するこ
とができ、混合方法は特に制限されなく、種々の公知方法を制限なしに適用することがで
きる。
【００４９】
　本発明は、前記レジスト剥離液組成物を使って製造されることを特徴とするディスプレ
イ装置用フラットパネル及びフラットパネルディスプレイ装置を提供する。
【００５０】
　また、本発明は、本発明のレジスト剥離液組成物を使うことを特徴とするレジストの剥
離方法を提供する。前記のレジストの剥離方法は、
　（I）フラットパネルディスプレイ基板上に導電性金属膜を蒸着する工程；
　（II）前記導電性金属膜上にレジスト膜を形成する工程；
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　（III）前記レジスト膜を選択的に露光する工程；
　（IV）前記露光後のレジスト膜を現像してレジストパターンを形成する工程；
　（V）前記レジストパターンをマスクとして前記導電性金属膜をエッチングする工程；
及び
　（VI）前記エッチング工程の後、前記レジストパターン形成及びエッチングによって変
性及び硬化したレジストを本発明のレジスト剥離液組成物で基板から剥離する工程；を含
むことを特徴とする。
【００５１】
　また、本発明の剥離方法は、マスクを用いたレジストパターン形成工程を進めないで、
エッチバック（ｅｔｃｈｂａｃｋ）工程のような乾式エッチング工程またはＣＭＰ（Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）工程を遂行した後、露出され
たレジスト膜を本発明の剥離液組成物で剥離する方法を含む。
【００５２】
　前記剥離方法において、レジスト膜の形成、露光、現像、エッチング及びアッシング工
程は当業界に通常に知られた方法で遂行することができる。
【００５３】
　前記レジストの種類としては、ポジティブ型及びネガティブ型のｇ－線、ｉ－線及び遠
紫外線（ＤＵＶ）レジスト、電子ビームレジスト、Ｘ－線レジスト、イオンビームレジス
トなどがあり、その構成成分に制約を受けないが、本発明のレジスト剥離用組成物が特に
効果的に適用されるレジストはノボラック系フェノール樹脂とジアゾナフトキノンを根幹
とする光活性化合物で構成されたフォトレジスト膜であり、これらの混合物で構成された
フォトレジスト膜にも効果的である。
【００５４】
　本発明のレジスト剥離液組成物を用いてフラットパネルディスプレイ基板上のレジスト
、変性または硬化したレジスト及び乾式エッチング残渣を除去する方法としては、剥離液
内にレジストが塗布された基板を浸漬させる方式または剥離液を該当の基板にスプレーす
る方式などを挙げることができる。また、この場合、超音波の照射や回転または左右に揺
れるブラッシュを接触させるなどの物理的な処理を併用しても良い。剥離液処理の後、基
板に残留する剥離液は続く洗浄処理によって除去できる。洗浄工程は、剥離液の代わりに
水やイソプロピルアルコールを採用すること以外には剥離工程と同様である。
【００５５】
　前記剥離方法には、浸漬法、噴霧法または浸漬及び噴霧法を用いることができる。浸漬
、噴霧または浸漬及び噴霧によって剥離する場合、剥離条件として、温度はおよそ１５～
１００℃、好ましくは３０～７０℃、浸漬、噴霧、または浸漬及び噴霧時間はおよそ３０
秒～４０分、好ましくは１分～２０分であるが、本発明において厳しく適用されなく、当
業者によって容易でかつ適した条件に修正できる。前記レジストが塗布された基板上に適
用される剥離液組成物の温度が１５℃未満であれば、変性または硬化したレジスト膜を除
去するのに必要な時間があまり長くなることができる。また、組成物の温度が１００℃を
超えれば、レジスト膜の下部膜層が損傷するおそれがあり、剥離液の取り扱いが難しくな
る。
【００５６】
　本発明のレジスト剥離液組成物及びこれを使用する剥離方法は一般的なレジストの除去
に用いられるだけでなくエッチングガス及び高温によって変性または硬化したレジスト及
びエッチング残渣の除去に用いられることができる。また、前記本発明のレジスト剥離液
組成物及びこれを使用する剥離方法は、フラットパネルディスプレイの製造に使うとき、
アルミニウムまたは銅を含む金属配線に対する腐食防止性に優れた利点を持つ。
【００５７】
　また、本発明は、本発明のレジスト剥離液組成物を使ってフラットパネル用基板のレジ
ストを剥離する工程を含むことを特徴とするディスプレイ装置用フラットパネルの製造方
法を提供する。
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【００５８】
　また、本発明は、本発明のレジスト剥離液組成物を使ってフラットパネル用基板のレジ
ストを剥離する工程を含むことを特徴とするフラットパネルディスプレイ装置の製造方法
を提供する。
【００５９】
　前記の製造方法によって製造されたディスプレイ装置用フラットパネル及びフラットパ
ネルディスプレイ装置は、製造過程でレジストが完全に除去され、アルミニウム及び／ま
たは銅を含む金属配線の腐食もほとんど発生しないので優れた品質を持つ。
【実施例】
【００６０】
　以下、本発明を実施例及び比較例に基づいてより詳細に説明する。しかし、下記実施例
及び比較例は本発明を例示するためのもので、本発明は下記によって限定されず、多様に
修正及び変更可能である。
【００６１】
　（実施例１～６及び比較例１：レジスト剥離液組成物の製造）
　下記表１に記載された成分及び含量を混合してレジスト剥離液組成物を製造した。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　なお、表中の略称は以下を示す：
　ＭＥＡ：モノエタノールアミン
　ＮＭＥＡ：Ｎ－メチルエタノールアミン
　ＭＤＥＡ：Ｎ－メチルジエタノールアミン
　ＤＭＥＡ：Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン
　ＨＥＭ：Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）モルホリン
　ＨＥＰ：１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン
　ＮＭＦ：Ｎ－メチルホルムアミド
　ＮＭＰ：Ｎ－メチルピロリドン
　ＭＤＧ：ジエチレングリコールモノメチルエーテル
　ＣＨＤＭ：シクロヘキサン１，４－ジメタノール
【００６４】
　（試験例１：塩基性化合物の種類及び含有有無によるレジスト除去性能評価）
　前記の実施例１～６及び比較例１で製造したレジスト剥離用組成物の剥離効果を確認す
るために通常の方法によってガラス基板上に薄膜スパッタリング法でＭｏ／Ａｌ層を形成
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で金属膜をエッチングすることで基板をそれぞれ準備した。実施例１～６及び比較例１の
レジスト剥離用組成物は、恒温槽で５０℃に温度を一定に維持させた後、１０分間対象物
を浸漬してから剥離力を評価した。その後、基板上に残留する剥離液の除去のために純水
で１分間洗浄を実施し、洗浄の後、基板上に残留する純水を除去するために窒素で基板を
まったく乾燥させた。前記基板の変性または硬化レジスト及び乾式エッチング残渣除去性
能は走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｈｉｔａｃｈ Ｓ－４７００）を用いて確認し、その結果
を下記表２に示した。
【００６５】
【表２】

【００６６】
　表中の剥離性能は以下の通りである：
［剥離性能］◎：極めて良好、○：良好、△：普通、×：不良
　前記表２から確認できるように、実施例１～実施例６のレジスト剥離液組成物は湿式エ
ッチングによるレジスト剥離力に優れるだけでなく、乾式エッチングを経ったレジスト及
びエッチング残渣の除去においても優れた性能を示した。しかし、塩基性化合物を含んで
いない比較例１の場合、湿式エッチング工程を経ったフォトレジストにおいては普通の性
能を示したが、乾式エッチングを経ったレジスト及びエッチング残渣の除去効果は不良で
あった。
【００６７】
　（実施例７～９及び比較例２：レジスト剥離液組成物の製造）
　下記表３に記載された成分と含量を混合してレジスト剥離液組成物を製造した。
【００６８】
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【表３】

【００６９】
　なお、表中、ＤＭＡｃ：Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド。
【００７０】
　（試験例２：アミド化合物の種類及び含有有無による性能評価）
　アミド化合物の含有有無及び極性溶媒の種類及び含量を異にして製造された実施例７～
９及び比較例２の剥離性能を確認した。レジスト除去性能を確認するための基板は前記試
験例１と同様なものを使用し、処理条件も同様にして実験を遂行し、その結果を下記表４
に示した。
【００７１】

【表４】

【００７２】
　表中の剥離性能は以下の通りである：
［剥離性能］◎：極めて良好、○：良好、△：普通、×：不良
　前記表２で確認できるように、実施例７～９のレジスト剥離液組成物は、湿式及び乾式
エッチングを経ったレジストに対する優れた剥離力を示した。一方、アミド化合物を含ま
ない比較例２の場合は、乾式エッチング基板に対するレジスト除去性能が不良であった。
【００７３】
　（実施例３、１０～１２及び比較例３：レジスト剥離液組成物の製造）
　下記表５に開示された成分と含量を混合してレジスト剥離用組成物を製造した。
【００７４】



(15) JP 5647685 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

【表５】

【００７５】
　なお、表中の略称は以下を示す：
　ＢＤＧ：ジエチレングリコールモノブチルエーテル
　ＴＨＦＡ：テトラヒドロフルフリルアルコール
【００７６】
　（試験例３：極性溶媒含有有無による処理枚数性能評価）
　極性溶媒含有有無を異にして製造された実施例３、１０～１２及び比較例３のレジスト
剥離液組成物を使って剥離液の基板処理枚数性能を間接評価した。
【００７７】
　具体的には、実施例３、１０～１２、及び比較例３のレジスト剥離液組成物の基板処理
枚数を評価するために、固形化したフォトレジスト（１３０℃で１日間熱処理して溶媒を
全て除去して固形化させたフォトレジスト）１～５重量％を順次溶解させた剥離液組成物
にＭｏ／Ａｌ配線が露出された基板を５０℃で剥離液組成物に１０分間浸漬させた後、洗
浄乾燥によって走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｈｉｔａｃｈ Ｓ－４７００）を用いて残渣発
生時点を確認した。その結果を下記の表６に示した。
【００７８】
【表６】

【００７９】
　表中の処理枚数評価は以下の通りである：
［処理枚数評価］◎：極めて良好、○：良好、△：普通、×：不良
（基準、図１参照）
　前記表６で確認できるように、実施例３、１０～１２のレジスト剥離液組成物は固形化
したフォトレジストが３～４重量％溶解された時点から残渣が発生し始めた一方、極性溶
媒を含まない比較例３の場合、１～２重量％で残渣が発生し始めた。特に、極性溶媒とし
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て環状エーテル結合を持つアルコール類を使った実施例１１のレジスト剥離液組成物は高
濃度の固形化したフォトレジストの存在下でも非常に優れた残渣発生抑制力を示した。こ
のような結果から、本発明のレジスト剥離液組成物は従来の剥離液組成物より多数の基板
を処理することを確認することができる。
【００８０】
　（実施例３、１１、１３、１４及び比較例４：レジスト剥離液組成物の製造）
　下記表７に記載された成分と含量を混合してレジスト剥離液組成物を製造した。
【００８１】
【表７】

【００８２】
　表中、ＣＨＤＭ：シクロヘキサン１，４－ジエタノール。
【００８３】
　（試験例４：ポリオール化合物の含有有無による腐食防止性能評価）
　ポリオール化合物の種類及び含有有無を異にして製造された実施例３、１１、１３、１
４、及び比較例４のレジスト剥離液組成物を使って金属配線の腐食防止能力を評価した。
具体的に、Ｍｏ／ＡｌとＣｕ／Ｍｏ－Ｔｉ配線が露出された基板を使って実施例３、１１
、１３、１４、及び比較例４のレジスト剥離液組成物の腐食防止力を評価した。金属配線
の腐食評価は、６０℃で剥離液組成物原液に前記基板を３０分間浸漬させた後、洗浄及び
乾燥を経ってから走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｈｉｔａｃｈ Ｓ－４７００）を用いて評価
し、その結果を下記の表８に示した。
【００８４】
【表８】

【００８５】
　表中の腐食防止能力は以下の通りである：
［腐食防止能力］◎：極めて良好、○：良好、△：普通、×：不良
　前記表８から確認できるように、実施例３、１１、１３及び１４のレジスト剥離液組成
物は金属配線に対して優れた腐食防止性能を示した一方、ポリオール化合物を含まない比
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【００８６】
　（実施例３、１１、１５及び１６：レジスト剥離液組成物の製造）
　下記表９に記載された成分と含量を混合してレジスト剥離液組成物を製造した。
【００８７】
【表９】

【００８８】
　（試験例５：極性溶媒の中で環状エーテル結合を持つアルコール含有によるレジストの
剥離時間評価）
　極性溶媒の中でプロトン性極性溶媒である環状エーテル結合を持つアルコール類の含有
によるレジストの剥離時間を評価するために、４インチのベアー（ｂａｒｅ）ガラス基板
にフォトレジストを２μｍ程度の厚さで塗布した後、１７０℃で１０分間ハードベーク（
Ｈａｒｄ－ｂａｋｅ）を実施して、苛酷な条件のレジストが塗布された基板を製造した。
また、前記基板を１．５ｃｍ（横）×１．５ｃｍ（縦）に切った後、５０℃で前記製造さ
れた実施例３、１１、１５及び１６のレジスト剥離液組成物原液に浸漬させた後、洗浄及
び乾燥を実施して、レジストがまったく剥離されて肉眼で残留レジストが観察されない時
間を測定した。レジスト剥離時間の測定は、製造された剥離液組成物別に５回実施し、完
全に剥離される時間の範囲を下記表１０に示した。
【００８９】

【表１０】

【００９０】
　前記表１０から確認できるように、実施例１１及び１６の環状エーテル結合を持つアル
コール類を極性溶媒として含むレジスト剥離液組成物は、実施例３及び１５の環状エーテ
ル結合を持つアルコール類が含有されないレジスト剥離液組成物よりレジスト剥離時間が
著しく短いことが分かる。
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